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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配置された複数の画素電極と、
　前記画素電極上に配置され、隣り合う二以上の画素電極を覆う有機発光層と、
　前記有機発光層上に配置され、隣り合う画素電極のうち対向する互いの縁を覆う絶縁層
と、
　前記有機発光層上及び前記絶縁層上に配置される対向電極とを有する、アクティブマト
リックス方式の、有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記有機発光層が、前記基板及び前記画素電極を連続して覆う、請求項１に記載の有機
ＥＬディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記基板上に、複数の前記画素電極をライン状に規定する第２の絶縁層をさらに有する
、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記絶縁層は、前記第２の絶縁層の上面には配置されない、請求項３に記載の有機ＥＬ
ディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記絶縁層は、紫外光を照射すると一定時間経過後に硬化する遅延硬化型樹脂組成物を
硬化させてなる樹脂で構成されている、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
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【請求項６】
　基板上に複数の画素電極を形成するステップと、
　互いに隣り合う二以上の前記画素電極を連続して覆う有機発光層を形成するステップと
、
　前記有機発光層上に、前記画素電極の縁を覆うように絶縁層を形成するステップと、
　前記有機発光層上及び前記絶縁層上に対向電極を形成するステップと、を有する、アク
ティブマトリックス方式の、有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項７】
　前記有機発光層を形成するステップが、前記基板及び前記画素電極を連続して覆うよう
に前記基板上及び前記画素電極上に有機発光層を形成するステップである、請求項６に記
載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項８】
　前記画素電極をライン状に規定する第２の絶縁層を形成するステップをさらに有し、
　前記第２の絶縁層で規定されたライン状の領域に、前記有機発光層が、前記基板及び前
記画素電極を連続して覆うように前記基板上及び前記画素電極上に形成される、請求項６
に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項９】
　前記絶縁層を形成するステップは、
　遅延硬化型樹脂組成物を含有する絶縁層材料に紫外光を照射し、
　紫外線が照射された前記絶縁層材料を、前記画素電極の縁を覆うように前記有機発光層
上に塗布し、
　塗布された前記絶縁層材料を熱処理して硬化させる、請求項６に記載の有機ＥＬディス
プレイパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイパネルとは、有機化合物の電界発光を利用した発光素子を有する
ディスプレイパネルである。有機ＥＬディスプレイパネルは、カソード及びアノード、並
びに両極の間に配置された電界発光する有機化合物層、を含むＥＬデバイスを有する。こ
の電界発光する有機化合物は、低分子有機化合物の組み合わせ（ホスト材料とドーパント
材料）と、高分子有機化合物とに大別され得る。
【０００３】
　電界発光する高分子有機化合物の例には、ＰＰＶと称されるポリパラフェニレンビニレ
ンやその誘導体などが含まれる。電界発光する高分子有機化合物を利用した有機ＥＬディ
スプレイパネルは、比較的低電圧で駆動でき、消費電力が低いことが特徴である。
【０００４】
　また、電界発光する有機化合物は、有機溶剤に溶解させることによって、インクとする
ことができる。例えば、高分子有機化合物は、キシレンやトルエンなどの芳香族系の有機
溶剤に溶解させ、インク化することが可能である。電界発光する有機化合物をインクとす
ることによって、インクジェット法などの印刷工法で有機発光層を形成することが可能と
なる。このため、ディスプレイパネルの大画面化に対応しやすいとされており、現在積極
的にその研究開発が行われている。
【０００５】
　電界発光する高分子有機化合物は、その発光する光の色（Ｒｅｄ，ＧｒｅｅｎまたはＢ
ｌｕｅ）に応じて、各画素にインクジェットなどの印刷技術を用いて配置される。例えば
、高分子有機化合物と溶媒を含むポリマーインクを、インクジェットヘッドから吐出して
各画素へ印刷する。各画素にポリマーインクを印刷するときに、隣接する画素にポリマー
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インクが浸入しないようにする必要がある。
【０００６】
　隣接する画素にポリマーインクが浸入しないようにするため、以下の二つの方法が採用
されている。
【０００７】
　第一の方法は、画素を規定する隔壁（バンク）を設けて、各画素に正確にポリマーイン
クを印刷する。それによって、隣接する画素へのインクの浸入を抑制する（例えば、特許
文献１を参照）。
【０００８】
　第二の方法は、ライン状に配列された各画素を列毎にバンクで規定して、ライン状にポ
リマーインクを印刷する。このとき、ラインバンク内に配置された画素電極の縁で有機発
光層の膜厚が薄くなることによって、有機発光層の上に配置される対向電極と画素電極が
短絡することが起こり得る。これに対して、ラインバンク内に配置された画素電極の縁を
覆うようにシリコン酸化物などの絶縁層を配置することで、画素電極と対向電極の短絡を
防止することが知られている。（例えば、特許文献２及び３を参照）。
【０００９】
　さらに、画素電極上の絶縁層によって画素電極の縁が直接覆われている有機ＥＬ素子（
例えば、特許文献４参照）や、画素電極の縁が、直接又は正孔注入層を介して、バンク基
部等の絶縁性の無機層によって覆われている有機ＥＬ素子（例えば、特許文献５～８参照
）などが提案されている。その他にも、透明基板上の着色剤層を隔てるバンクと、バンク
上及び着色剤層の縁部を覆うブラックマトリックスとを有するカラーフィルタ（例えば、
特許文献９参照）が知られている。
【００１０】
　図５に特許文献２に記載の有機ＥＬデバイス１０の鳥瞰図を示している。ラインバンク
２３０に沿う方向及びこれに直交する方向の両方向に沿って、画素電極２１０の縁を覆う
ように絶縁層２２０が形成されている。図５中、１００は基板であり、２４０は第２バン
クであり、３００は画素領域である。
【００１１】
　各画素にポリマーインクを印刷する第一の方法よりも、複数の画素を含むライン状にポ
リマーインクを印刷する第二の方法の方が、全ての画素に簡便かつ迅速にポリマーインク
を印刷することができる。さらに、各画素に形成された有機発光層の膜厚均一性は、第一
の方法よりも第二の方法の方が良好である。
【００１２】
　これは、バンクの端部でポリマーインクが表面張力により引っぱられるためである。こ
のため、有機発光層の膜厚均一性が悪化しやすい。よって、画素の四方をバンクで囲まれ
ている上記第一の方法よりも、画素の側方しかバンクで囲まれていない上記第二の方法の
方が、通常、膜厚均一性が高い有機発光層を形成することができる。
【００１３】
　また、インクジェット法で有機発光層を形成する場合、インクジェットヘッドのノズル
間の吐出体積のばらつきが懸念される。ノズル間の吐出体積のばらつきは、有機発光層の
膜厚ばらつきに直結する。ピクセル状とライン状のバンクに吐出する場合、ライン状のバ
ンクに吐出する方が、ピクセル状のバンクに吐出するよりも多くのノズルから吐出するこ
とになる。このため、ノズル間の吐出体積ばらつきの影響を小さくする効果がある。これ
らのことより、最近では上記第二の方法の研究の方が幾分盛んである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００６－８６１２８号公報
【特許文献２】特開２００９－２０００４９号公報
【特許文献３】米国特許出願公開第２００９／０１６０３２２号明細書
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【特許文献４】特開２００８－２４３６５０号公報
【特許文献５】特開２００９－７０７０４号公報
【特許文献６】米国特許出願公開第２００７／００７５６１８号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００５／０１１２３４１号明細書
【特許文献８】特開２０１０－３３９７２号公報
【特許文献９】特開２００６－２４３１７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上述の従来の構成において、ラインバンク内に配置された画素電極の縁を覆うように配
置されたシリコン酸化物などの絶縁層は、塗布されるポリマーインクの下地となる。この
ため、下地には、基板材料と画素電極と絶縁層が存在する。下地を構成する材料が複数存
在すると、有機発光層にムラが発生することがある。これは、下地の材料ごとにポリマー
インクの濡れ性が異なるためである。よって、下地の材料の種類は可能な限り少ないこと
が望ましい。
【００１６】
　また、シリコン酸化物などの無機物の絶縁層は、例えばスパッタリング法などの真空設
備を用いて絶縁膜を形成し、フォトレジスト法を用いたフォトリソグラフィ法で絶縁膜を
パターニングすることによって作製される。この方法では、製造プロセスが長くなり、高
価な真空設備が用いられる。このため、製造コストが高くなってしまう。
【００１７】
　絶縁層は数十ｎｍの薄膜であることが望ましい。絶縁層は電極を絶縁する目的であるか
ら、ある一定以上の膜厚であれば問題ない。しかしながら絶縁層が厚過ぎると、この上に
印刷する有機発光層が均一に形成できなくなってしまう。絶縁層を、無機膜でなく、樹脂
などを塗布することにより有機膜で形成する場合は、製造コストは低くなる。その一方、
数十ｎｍの薄膜で形成することは困難である。このため、均一な有機発光層を形成するこ
とは困難になる。
【００１８】
　以上のように、従来の有機ＥＬディスプレイパネルでは、有機発光層を印刷する面に形
成された複数種の無機絶縁層により、有機発光層の塗布ムラが発生することがあった。こ
のため、有機発光層の膜厚がばらつき、その結果、輝度ムラや発光色ムラが生じ、表示品
質が低下してしまうという課題があった。
【００１９】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、ラインバンクで規定された複数の画素電
極が存在するライン状の領域に有機発光層を形成する場合でも、膜厚均一性に優れた有機
発光層を形成し、輝度ムラや発光色ムラの少ない、表示品質が良好な有機ＥＬディスプレ
イパネル及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　すなわち、本発明の第一は、以下に示す有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
　（１）基板と、前記基板上に配置された複数の画素電極と、前記基板上及び前記画素電
極上に配置され、互いに隣り合う二以上の前記画素電極同士を連続して覆う有機発光層と
、前記有機発光層上に配置され、隣り合う画素電極のうち対向する互いの縁を覆う絶縁層
と、前記有機発光層上及び前記絶縁層上に配置される対向電極とを有する、アクティブマ
トリックス方式の、有機ＥＬディスプレイパネル。
有機ＥＬディスプレイパネル。
　（２）前記有機発光層が、前記基板及び前記画素電極を連続して覆う、（１）に記載の
有機ＥＬディスプレイパネル。
　（３）前記基板上に、複数の前記画素電極をライン状に規定する第２の絶縁層をさらに
有する、（１）又は（２）に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
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　（４）前記絶縁層は、前記第２の絶縁層の上面には配置されない、（３）に記載の有機
ＥＬディスプレイパネル。
　（５）前記絶縁層は、紫外光を照射すると一定時間経過後に硬化する遅延硬化型樹脂組
成物を硬化させてなる樹脂で構成されている、（１）～（４）のいずれか一項に記載の有
機ＥＬディスプレイパネル。
【００２１】
　本発明の第二は、以下に示す、有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法に関する。
　（６）基板上に複数の画素電極を形成するステップと、互いに隣り合う二以上の前記画
素電極を連続して覆う有機発光層を形成するステップと、前記有機発光層上に、前記画素
電極の縁を覆うように絶縁層を形成するステップと、前記有機発光層上及び前記絶縁層上
に対向電極を形成するステップと、を有する、アクティブマトリックス方式の、有機ＥＬ
ディスプレイパネルの製造方法。
　（７）前記有機発光層を形成するステップが、前記基板及び前記画素電極を連続して覆
うように前記基板上及び前記画素電極上に有機発光層を形成するステップである、（６）
に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
　（８）前記画素電極をライン状に規定する第２の絶縁層を形成するステップをさらに有
し、前記第２の絶縁層で規定されたライン状の領域に、前記有機発光層が、前記基板及び
前記画素電極を連続して覆うように前記基板上及び前記画素電極上に形成されること、
を特徴とする（６）又は（７）に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
　（９）前記絶縁層を形成するステップは、遅延硬化型樹脂組成物を含有する絶縁層材料
に紫外光を照射し、紫外線が照射された前記絶縁層材料を、前記画素電極の縁を覆うよう
に前記有機発光層上に塗布し、塗布された前記絶縁層材料を熱処理して硬化させる、（６
）～（８）のいずれか一項に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように、本発明の有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法によれば、ライ
ンバンクで形成された領域に有機発光層を塗布により形成する場合であっても、画素電極
の縁と対向電極との短絡を防止できる。さらに有機発光層を均一に形成することが可能と
なる。これにより、有機ＥＬディスプレイパネルの輝度ムラや発光色ムラの少ない、表示
品質が良好な有機ＥＬディスプレイパネルを低コストで提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施の形態１に記載の有機ＥＬデバイスの平面図（Ａ）と断面ＡＡ’図（Ｂ）と
断面ＢＢ’図（Ｃ）を示す図
【図２】実施の形態２に記載の有機ＥＬデバイスの平面図（Ａ）と断面ＣＣ’図（Ｂ）を
示す図
【図３】実施の形態３に記載の有機ＥＬデバイスの平面を示す図
【図４】実施の形態４に記載の有機ＥＬデバイスの平面図（Ａ）と断面図ＤＤ’図（Ｂ）
を示す図
【図５】従来の有機ＥＬデバイスを示す鳥瞰図
【図６】画素電極の短手方向における膜のプロファイルと膜厚均一性との関係を示す図
【図７】画素電極の長手方向における膜のプロファイルを示す図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　１．有機ＥＬディスプレイパネル
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、一又は二以上の有機ＥＬデバイスから構成さ
れ得る。
【００２５】
　前記有機ＥＬデバイスは、基板、画素電極、有機発光層、絶縁層、及び対向電極、を有
する。前記有機ＥＬデバイスは、ＴＦＴ、平坦化膜、正孔注入層、中間層、及び第２の絶



(6) JP 5096648 B1 2012.12.12

10

20

30

40

50

縁層（ラインバンク）、をさらに有していてもよい。
【００２６】
　前記基板の材料は、有機ＥＬデバイスがボトムエミッション型か、トップエミッション
型かによって異なる。ボトムエミッション型の場合には、基板が透明であることが求めら
れる。よって、前記基板の材料は、ガラスや透明樹脂などであればよい。一方、トップエ
ミッション型の場合には、基板が透明である必要はない。前記基板の材料は、絶縁性を有
していれば任意である。「基板」とは、画素電極が形成される表面を有する部材を言う。
前記基板は、例えばＴＦＴ及び平坦化膜を含む。
【００２７】
　前記有機ＥＬデバイスは、通常、有機ＥＬデバイスを駆動するための薄膜トランジスタ
（駆動ＴＦＴ）と接続されている。具体的には、有機ＥＬデバイスの画素電極と、駆動Ｔ
ＦＴのソースまたはドレイン電極とが接続されている。有機ＥＬデバイスは、ＴＦＴデバ
イス上に積層して配置される。
【００２８】
　ＴＦＴ上には平坦化膜が形成される。平坦化膜は、ＴＦＴの表面の凹凸を緩和して、有
機ＥＬデバイスを形成するため平坦な面を形成する。平坦化膜は、有機ＥＬデバイスの画
素電極と、駆動ＴＦＴのソースまたはドレイン電極とを接続するためのコンタクトホール
を有する。平坦化膜の厚さは、通常３～１０μｍであり、約５μｍであり得る。
【００２９】
　前記画素電極は、前記基板上に複数配置される。前記基板が平坦化膜を含む場合は、画
素電極は、平坦化膜上に形成される。有機ＥＬデバイスがボトムエミッション型の場合、
画素電極が透明電極であることが求められる。透明電極の例には、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ
　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）やＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）や酸化スズが
含まれる。有機ＥＬデバイスがトップエミッション型の場合には、画素電極は、光反射性
を有することが求められる。このような画素電極の例には、例えば銀を含む合金、より具
体的には銀－パラジウム－銅合金（ＡＰＣとも称する）や銀－ルビジジウム－金合金（Ａ
ＲＡとも称する）やモリブデン－クロムの合金（ＭｏＣｒとも称する）やニッケル－クロ
ム合金（ＮｉＣｒとも称する）やアルミニウム合金が含まれる。画素電極の厚さは、通常
、１００～５００ｎｍであり、約１５０ｎｍであり得る。
【００３０】
　前記有機発光層は、互いに隣り合う二以上の画素電極同士を連続して覆う。前記有機発
光層は、前記基板及び前記画素電極を、直接覆ってもよいし、他の層を介して覆ってもよ
い。例えば、前記有機発光層は、前記画素電極が配置されている部分を除く前記基板の表
面を覆う、ガラス等の無機材料による画素規制層や有機材料による中間層等の他の層の上
に、配置されてもよい。また、前記画素電極と前記有機発光層との間には、正孔注入層及
び中間層の一方又は両方が配置されてもよい。前記有機発光層が、前記基板及び前記画素
電極を連続して覆うように、前記基板上及び前記画素電極上に配置されることは、有機Ｅ
Ｌデバイスの構造及び製法をより簡素にする観点から好ましい。
【００３１】
　前記正孔注入層とは正孔注入材料からなる層である。正孔注入材料は、ポリスチレンス
ルホン酸をドープしたポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ－ＰＳ
Ｓと称される）や、その誘導体（共重合体など）及び、ＷＯＸ（タングステンオキサイド
）やＭｏＯＸ（モリブデンオキサイド）、ＶＯＸ（バナジウムオキサイド）などの酸化物
や、これらの組み合わせ、例えばＭｏをドープしたＷＯＸなどであってもよい。正孔注入
層の厚さは通常、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、約３０ｎｍであり得る。前記正孔
注入層は、通常、前記画素電極上に配置されるが、前記基板及び前記画素電極の両方を覆
ってもよい。
【００３２】
　前記中間層は、正孔注入層に電子が輸送されるのを抑制する役割や、有機発光層に正孔
を効率良く運ぶ役割を有する。前記中間層は、例えばポリアニリン系の材料からなる層で
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ある。中間層の厚さは通常１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、好ましくは約３０ｎｍで
あり得る。前記中間層は、前記画素電極又は前記正孔注入層のみを覆ってもよいし、前記
基板と前記画素電極又は前記正孔注入層とを連続して覆ってもよい。
【００３３】
　前記有機発光層に含まれる有機発光層材料は、例えば高分子系発光材料である。高分子
系発光材料の例には、ポリパラフェニレンビニレン及びその誘導体、ポリアセチレン及び
その誘導体、ポリフェニレン及びその誘導体、ポリパラフェニレンエチレン及びその誘導
体、ポリ３－ヘキシルチオフェン及びその誘導体、ポリフルオレン及びその誘導体などが
含まれる。有機発光層材料は低分子系発光材料であってもよい。
【００３４】
　有機材料からなる前記正孔注入層、前記中間層、及び前記有機発光層は、後述するライ
ンバンクによって規定された領域内に配置することができる。
【００３５】
　前記ラインバンクは、例えばポリイミドやアクリル樹脂からなる。前記ラインバンクを
構成する樹脂は、フッ素を含んでいてもよい。フッ素を含む樹脂は、その高分子繰返し単
位のうちの少なくとも一部の繰返し単位に、フッ素原子を有するものであればよく、特に
限定されない。フッ素化合物を含む樹脂の例には、フッ素化ポリオレフィン系樹脂、フッ
素化ポリイミド樹脂、フッ素化ポリアクリル樹脂などが含まれる。前記ラインバンクの基
板からの高さは、通常、０．１～３μｍであり、特に０．８～１．２μｍであることが好
ましい。
【００３６】
　また、ラインバンクの形状は順テーパー状であることが好ましい。順テーパー状とは、
バンクの壁面が斜めになっており、ラインバンクの底面の面積がラインバンクの上面の面
積よりも大きい形状を意味する。ラインバンクの形状がテーパー状である場合、テーパー
角度は、通常、２０～８０°であり、特に３０～５０°であることが好ましい。
【００３７】
　ラインバンク上面の濡れ性は、低いことが好ましい。ラインバンクの上面とは、ライン
バンクの頂点を含む面を意味する。また、ラインバンク上面の濡れ性は、ラインバンク壁
面の濡れ性よりも低いことが好ましい。ラインバンク上面と水との接触角は８０°以上が
好ましく、より好ましくは９０°以上である。ラインバンク上面とアニソール、中間層イ
ンクは又は有機発光層インクとの接触角は、３０～７０°であることが好ましい。一方、
ラインバンク壁面とアニソール、中間層インク又は有機発光層インクとの接触角は、３～
３０°であることが好ましい。接触角が高いほど濡れ性は低い。
【００３８】
　前記絶縁層は、有機発光層上に配置され、前記互いに隣り合う二以上の画素電極の、互
いに対向する縁を覆う。前記画素電極の中央部上に位置する有機発光層の部分は、前記絶
縁層によって覆われない。本発明は、画素電極の縁を覆う絶縁層が、有機発光層の上側（
対向電極側）に配置され、有機発光層よりも下側（画素電極側）には配置されないことを
特徴とする。絶縁層は、有機発光層上に直接配置されてもよいし、電子輸送層などの他の
層を介して有機発光層上に配置されてもよい。
【００３９】
　前記絶縁層は、通常、画素電極の長手方向と短手方向との両方向に沿って配置される。
有機ＥＬデバイスがラインバンクを含む場合は、ラインバンクは、通常、画素電極の長手
方向に沿って画素電極の縁を覆うように形成される。よって、絶縁層は、有機発光層上に
、ラインバンクと直交する方向に沿って配置される。絶縁層は、ラインバンク上に配置さ
れてもよいが、対向電極をより平らにする観点から、ラインバンク間に位置する画素電極
の縁上のみに配置されることが好ましい。
【００４０】
　前記絶縁層は、紫外光と熱によって硬化する遅延硬化型樹脂組成物の硬化樹脂で構成さ
れていることが好ましい。有機発光層上に配置した樹脂層に紫外光を照射すると、有機発



(8) JP 5096648 B1 2012.12.12

10

20

30

40

50

光層材料が劣化する可能性がある。絶縁層を遅延硬化型樹脂組成物の硬化樹脂で構成する
ことは、紫外線の照射による有機発光層の劣化を防止する観点から好ましい。このような
樹脂組成物の遅延硬化によって形成される樹脂の例には、エポキシ樹脂が含まれる。絶縁
層の厚さは１～３μｍ程度が望ましい。
【００４１】
　前記対向電極は、有機発光層上及び絶縁層上に配置される。前記対向電極の材料は、前
記有機ＥＬデバイスがボトムエミッション型か、トップエミッション型かによって異なる
。前記有機ＥＬデバイスがトップエミッション型の場合、前記対向電極には光透過性が求
められる。よって、前記対向電極の材料の例には、ＩＴＯやＩＺＯなどが含まれる。一方
、前記有機ＥＬデバイスがボトムエミッション型の場合、前記対向電極の材料は導電体で
あれば任意である。
【００４２】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、前記有機ＥＬデバイスを同一平面上にマトリ
クス状に配置して構成することができる。或いは、本発明の有機ＥＬディスプレイパネル
は、前記有機ＥＬデバイスを同一平面上にライン状に配置して構成することができる。本
発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、後述する製造方法によって製造することができる
。
【００４３】
　以上のように、ラインバンクで形成された領域に有機発光層を塗布法によって形成する
場合であっても、画素電極の縁での対向電極との短絡を防止でき、かつ有機発光層が均一
に形成することが可能となる。よって、有機ＥＬディスプレイパネルの輝度ムラや発光色
ムラの発生を抑制し、表示品質が良好な有機ＥＬディスプレイパネルを低コストで提供す
ることができる。
【００４４】
　２．本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、基板上に複数の画素電極を形成するステップ
と、互いに隣り合う二以上の前記画素電極を連続して覆う有機発光層を形成するステップ
と、前記有機発光層上に、前記画素電極の縁を覆うように絶縁層を形成するステップと、
前記有機発光層上及び前記絶縁層上に対向電極を形成するステップとを含む。本発明の有
機ＥＬディスプレイパネルの製造方法は、本発明の効果が得られる範囲において、他の工
程をさらに含んでもよい。本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法の例は、例え
ば前記有機ＥＬデバイスを製造する方法を含む。
【００４５】
　前記有機ＥＬデバイスの製造方法は、例えば、１）基板上にＴＦＴを形成する第１ステ
ップと、２）ＴＦＴ上に平坦化膜を形成する第２ステップと、３）平坦化膜上に画素電極
を形成する第３ステップと、４）画素電極上に正孔注入層を形成する第４ステップと、５
）正孔注入層の一部を覆うように配置され、２つ以上の画素領域をライン状に規定するラ
インバンクを形成する第５ステップと、６）ラインバンクによりライン状に規定された画
素領域内の正孔注入層上に、中間層インクを塗布、乾燥、ベークして中間層を形成する第
６ステップと、７）中間層上に有機発光層インクを塗布、乾燥、ベークして有機発光層を
形成する第７ステップと、８）有機発光層上であってラインバンクと直交する方向に、画
素電極と正孔注入層の積層膜の縁を覆うように絶縁層を形成する第８ステップと、９）有
機発光層を覆うように対向電極を形成する第９ステップと、を有する。
【００４６】
　１）第１ステップでは、基板上にＴＦＴを形成する。ＴＦＴはシリコン系ＴＦＴでも、
有機ＴＦＴでもよい。
【００４７】
　２）第２ステップでは、ＴＦＴ上に平坦化膜を形成する。平坦化膜は例えば、感光性樹
脂を用いてフォトリソグラフィ法で形成する。平坦化膜にはＴＦＴの電極と画素電極を接
続するためのコンタクトホールを形成する。
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【００４８】
　３）第３ステップでは、平坦化膜上に画素電極を形成する。画素電極は、例えば、スパ
ッタリング法などによって導電体薄膜を成膜して、エッチングによりパターニングするこ
とで形成すればよい。画素電極の作製方法は限定されない。
【００４９】
　４）第４ステップでは、画素電極上に正孔注入層を形成する。正孔注入層の材料は、遷
移金属の酸化物や、ＰＥＤＯＴ及びその他、塗布法で塗膜が形成される材料である。正孔
注入層は、例えば、酸化タングステンを材料として、スパッタリング法によって画素電極
上に形成される。
【００５０】
　５）第５ステップでは、正孔注入層の一部を覆うようにして、２つ以上の画素領域をラ
イン状に規定するラインバンクを形成する。ラインバンクの材料は、ポリイミドや、アク
リル樹脂などの感光性材料から合成された樹脂である。前記樹脂中にフッ素が含有されて
いてもよい。バンクはフォトリソグラフィプロセス（塗布、ベーク、露光、現像、焼成）
で形成する。前記ラインバンクは、通常、前記画素電極の長手方向に沿って、正孔注入層
を介して画素電極の縁を覆うように作製される。
【００５１】
　６）第６ステップでは、正孔注入層上に、中間層材料および溶媒を含む中間層インクを
塗布する。溶媒は、中間層材料の種類に応じて決定される。溶媒の例には、アニソールな
どの芳香族系の溶媒が含まれる。塗布する方法は特に限定されない。塗布する方法の例に
は、インクジェット法、ディスペンス法、ノズルコート法、スピンコート法、ダイコート
法、凹版印刷法、凸版印刷法などが含まれる。好ましい塗布方法は、インクジェット法で
ある。塗布されてなる膜を乾燥、ベークすることで中間層を形成する。
【００５２】
　７）第７ステップでは、前記ラインバンクで規定されたライン状の領域に、有機発光層
材料および溶媒を含む有機発光層インクを塗布する。塗布される有機発光層インクは、所
望の発光材料および溶媒を含む。溶媒は、発光材料の種類に応じて決定される。溶媒の例
には、アニソールなどの芳香族系の溶媒が含まれる。塗布する方法は特に限定されない。
塗布する方法の例には、インクジェット法、ディスペンス法、ノズルコート法、スピンコ
ート法、ダイコート法、凹版印刷法、凸版印刷法などが含まれる。好ましい塗布方法はイ
ンクジェット法である。塗布されてなる膜を乾燥、ベークすることで、前記基板及び前記
画素電極を連続して覆う有機発光層を形成する。
【００５３】
　８）第８ステップでは、有機発光層上に、前記画素電極の長手方向と直交する方向に、
画素電極の縁を覆う絶縁層を作製する。絶縁層は、絶縁層材料を、スクリーン印刷法やデ
ィスペンス法やダイコート法などで塗布することによって形成する。ラインバンクがない
場合、或いは、ラインバンクが画素電極の縁から離れて作製され、画素電極の縁がライン
バンクによって覆われない場合には、画素電極の長手方向に沿って、画素電極の縁を覆う
絶縁層をさらに作製する。
【００５４】
　前記絶縁層を前記遅延硬化型樹脂で構成する場合は、遅延硬化型樹脂組成物を含有する
前記絶縁層材料を有機発光層上に塗布する前に、前記絶縁層材料に紫外光を照射する。そ
して、紫外線が照射された前記絶縁層材料を、前記画素電極の縁を覆うように前記有機発
光層上に塗布する。そして、塗布された前記絶縁層材料を熱処理することで硬化させて絶
縁層を作製する。前記遅延硬化型樹脂組成物の例には、例えば特開２０１１－３８０９０
号公報に記載されている、エポキシ樹脂、エポキシ基および水酸基を有する脂肪族化合物
、及びカチオン重合開始材を含有する組成物が含まれる。
【００５５】
　９）第９ステップでは、有機発光層及び絶縁層を覆うように対向電極を形成する。対向
電極は例えば、ＩＴＯなどの透明導電材料などをスパッタリング法で形成する。
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【００５６】
　なお、前記の有機ＥＬデバイスの製造方法は、前述の方法に限定されない。例えば、前
記製造方法では、平坦化膜を形成せずに画素電極を基板上に配置してもよい。この場合、
第２ステップを省略することができる。また、前記製造方法では、中間層を形成せずに有
機発光層を画素電極上及び基板上に形成してもよい。この場合、第６ステップを省略する
ことができる。或いは、前記製造方法は、中間層を画素電極間の基板の表面から除去する
工程をさらに含んでもよい。この場合、第６ステップと第７ステップとの間に、中間層イ
ンクの塗膜を基板の表面から除去する工程がさらに含まれ得る。さらに、前記製造方法は
、画素電極間以外の基板の表面を画素規制層で覆ってもよい。この場合、第３ステップと
第４ステップとの間に、画素規制層を形成する工程がさらに含まれ得る。
【００５７】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００５８】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、トップエミッション型の有機ＥＬデバイスを説明する。
【００５９】
　図１（Ａ）は、本発明の実施の形態１の有機ＥＬデバイス２０の平面図を示している。
図１（Ｂ）は、図１（Ａ）中の有機ＥＬデバイスのＡＡ’断面図を示している。図１（Ｃ
）は、図１（Ａ）中の有機ＥＬデバイスのＢＢ’断面図を示している。なお、図１（Ａ）
、図２（Ａ）、図３（Ａ）、及び図４（Ａ）では、透明陰極９００を省略する。
【００６０】
　図１（Ｂ）及び（Ｃ）における有機ＥＬデバイス２０は、基板５００、画素電極６００
、正孔注入層６１０、有機発光層７００、絶縁層８００、ラインバンク４００、透明陰極
９００を有する。基板５００は、例えば、ガラス板である。
【００６１】
　画素電極６００は、基板５００上に配置された導電層である。画素電極６００は例えば
、ＡＰＣ合金からなる。好ましい画素電極６００の厚さは１００～２００ｎｍである。
【００６２】
　正孔注入層６１０は画素電極６００上に配置される。正孔注入層６１０は、タングステ
ンオキサイド（ＷＯＸ）からなる。正孔注入層６１０の好ましい厚さは５～３０ｎｍであ
る。
【００６３】
　ラインバンク４００は、有機発光層７００の領域を規定する。具体的には２つ以上の画
素電極６００をライン状に規定するようにライン状に形成される。また、正孔注入層６１
０の少なくとも一部を覆うように配置される。例えば、ラインバンク４００は、正孔注入
層６１０を介して画素電極６００の長手方向に沿う縁を覆うように配置される。ラインバ
ンク４００は、例えば、フッ素化アクリル樹脂からなる。好ましいラインバンク４００の
基板上の正孔注入層６１０からの高さは、０．１～３μｍである。また、正孔注入層６１
０が露出されるようにラインバンク４００が形成される。
【００６４】
　有機発光層７００は、正孔注入層６１０上に配置される。有機発光層７００は、画素電
極６００間に位置する基板５００上、及び正孔注入層６１０上を覆う一連の層である。画
素電極６００の縁は、正孔注入層６１０を介して有機発光層７００に覆われている（例え
ば図１（Ｂ）の符号７１０）。有機発光層７００の好ましい厚さは、５０～１５０ｎｍで
ある。有機発光層７００は、ポリフルオレンの誘導体からなる層である。
【００６５】
　絶縁層８００は、有機発光層７００上でラインバンク４００と直交する方向に形成され
る。絶縁層８００は、有機発光層７００及び正孔注入層６１０を介して画素電極６００の
縁を覆うように形成される。画素電極６００及び正孔注入層６１０上に形成される有機発
光層７００膜厚は、これらの層の縁で薄くなることがある。このため、画素電極６００と
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透明陰極９００が短絡することがあり得る。しかしながら、有機発光層７００上に絶縁層
８００が形成されることで、この短絡が抑制される。絶縁層８００の膜厚は０．５～３μ
ｍ程度が望ましい。絶縁層８００は、ラインバンク４００に沿って隣接する二つの画素電
極６００の一方の画素電極６１０の縁から基板５００上を通って他方の画素電極６１０の
縁までを連続して覆うように形成されている。
【００６６】
　透明陰極９００は、有機発光層７００上及び絶縁層８００上に配置される光透過性の導
電層である。透明陰極９００の材料は、例えばＩＴＯである。
【００６７】
　画素電極６００と透明陰極９００との間に電圧を印加すると、画素電極６００から正孔
が、透明陰極９００から電子が有機発光層７００に注入される。注入された正孔および電
子は、有機発光層７００の内部で結合し、励起子が発生する。この励起子によって有機発
光層７００が発光し、透明陰極９００を通して光が発せられる。
【００６８】
　次に、有機ＥＬデバイス２０の製造プロセスを説明する。有機ＥＬデバイス２０の製造
方法は、１）基板５００上に画素電極６００および正孔注入層６１０を形成する第１ステ
ップ、２）正孔注入層６１０の少なくとも一部を覆い、２つ以上の画素電極６００をライ
ン状に規定するラインバンク４００を形成する第２ステップ、３）正孔注入層６１０上に
有機発光層７００を形成する第３ステップ、４）有機発光層７００上にラインバンク４０
０と直交する方向に絶縁層８００を形成する第４ステップ、５）透明陰極９００を形成す
る第５ステップを有する。
【００６９】
　１）第１ステップは、基板５００上に、を蒸着法やスパッタリング法などにより画素電
極６００の材料膜を成膜するステップ、及び、材料膜をエッチングして、画素電極６００
をパターニングするステップを含む。さらに、画素電極６００上に正孔注入層６１０を形
成する。製造方法は画素電極６００と同様であり、スパッタリング法などにより成膜し、
エッチングによりパターニングする。
【００７０】
　２）第２ステップでは、正孔注入層６１０上であって、その一部が露出するように、ラ
インバンク４００を形成する。ラインバンク４００は、例えばフォトリソグラフィ法によ
って形成される。具体的には材料塗布、プリベーク、露光、現像、ポストベークの工程で
ある。特に限定されることはないが、例えばプリベークは、１００℃で２分間の条件で行
う。露光は、３６５ｎｍがメインピークであるｉ線を露光量２００ｍＪ／ｃｍ２の条件で
行う。現像は、０．２％のＴＭＡＨで６０秒間、リンスを純水で６０秒間、の条件で行う
。ポストベークは、クリーンオーブンで２２０℃６０分間の条件で行う。
【００７１】
　３）第３ステップでは、正孔注入層６１０上に有機発光層７００を例えば、インクジェ
ット法で形成する。インクジェット法で有機発光層インクを、ラインバンク４００で規定
された画素領域の全域に塗布した後、得られたインクの塗膜を乾燥、ベークさせる。乾燥
は例えば、基板を真空チャンバに投入し、減圧することで行なう。減圧は、到達圧力５Ｐ
ａ程度まで真空ポンプで排気することで行なう。温度は２５℃である。ベークは例えばホ
ットプレートで１３０℃にて１０分間行なう。
【００７２】
　４）第４ステップでは、絶縁層８００を例えばスクリーン印刷法で形成する。膜厚を１
μｍで画素電極６００及び正孔注入層６１０の縁を覆うように、かつラインバンク４００
と直交するようにして絶縁層８００を形成する。絶縁層８００は、ラインバンク４００上
にも連続して形成する。材料には、遅延硬化型の感光性樹脂組成物を用いる。前記材料を
塗布後に紫外光によって照射すると、有機発光層７００が劣化することがある。このため
、あらかじめ紫外光を照射した前記材料をスクリーン印刷法で塗布し、絶縁層８００を形
成する。紫外光の照射は、例えば波長３６５ｎｍの光を露光量１Ｊ／ｃｍ２の条件で行う
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。前記材料の塗膜を８０℃で１時間加熱し、硬化させる。
【００７３】
　５）第５ステップでは、透明陰極９００は、例えば、有機発光層７００上及び絶縁層８
００上に、蒸着法により形成される。
【００７４】
　以上のような形態により、ラインバンク４００で形成された領域に有機発光層７００を
塗布により形成する場合であっても、画素電極６００の縁で画素電極６００と透明陰極９
００とが短絡することを抑制できる。また、有機発光層７００を均一に形成することが可
能となる。
【００７５】
　また、ラインバンク４００を形成することにより、Ｒｅｄ（赤色有機発光層７１０）、
Ｇｒｅｅｎ（緑色有機発光層７２０）、Ｂｌｕｅ（青色有機発光層７３０）の３色の有機
発光層を塗り分けることができる。よって、フルカラーの有機ＥＬディスプレイパネルの
提供が可能となる。もちろん３色の塗り分けをせず、白色の単色有機ＥＬデバイスにＲｅ
ｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅの３色のカラーフィルタを重ねることでフルカラーの有機ＥＬ
ディスプレイパネルを提供することもできる。この場合、有機ＥＬデバイスの寿命は、カ
ラーフィルタにより輝度が減衰し、駆動電圧を高くすることが必要になることから、短く
なることがある。
【００７６】
　（実施の形態２）
　図２（Ａ）は本発明の実施の形態２の有機ＥＬデバイス３０の平面図である。図２（Ｂ
）は、図２（Ａ）における有機ＥＬデバイスのＣＣ’断面図である。
【００７７】
　絶縁層８００は、ラインバンク４００に沿って隣接する画素電極６００同士を跨ぐよう
に形成されるのではなく、画素電極６００の短手方向の縁のそれぞれを独立して覆うよう
に形成されている。それ以外の構成は実施の形態１と同様である。
【００７８】
　以上のような形態により、ラインバンク４００で形成された領域に有機発光層７００を
塗布により形成する場合であっても、画素電極６００の縁での画素電極６００と透明陰極
９００との短絡を防止でき、かつ有機発光層７００が均一に形成することが可能となる。
【００７９】
　また、有機発光層７００の上部に形成する絶縁層８００の体積がより小さくなる。この
ため、絶縁層８００からの出ガスをより少なくすることができ、有機発光層７００の劣化
をより抑制することができる。
【００８０】
　（実施の形態３）
　図３は、本発明の実施の形態３の有機ＥＬデバイス４０の平面図である。絶縁層８００
はラインバンク４００上には形成されない。ラインバンク４００で規定された画素領域内
のみに絶縁層材料を間欠的に塗布することで、絶縁層８００を、画素電極及び正孔注入層
の縁を覆うように形成する。それ以外の構成は、実施の形態２と同様である。
【００８１】
　以上のような形態により、ラインバンク４００で形成された領域に有機発光層７００を
塗布により形成する場合であっても、画素電極の縁での画素電極と透明陰極との短絡を防
止でき、かつ有機発光層７００が均一に形成することが可能となる。また、ラインバンク
４００の上面に絶縁層８００を形成しないことにより、有機ＥＬデバイスの上面の凹凸は
より小さくなる。有機ＥＬデバイスの発光特性は、環境中の酸素や水により劣化していく
。このため、樹脂や薄膜で封止層を形成することが一般的である。封止層には被覆性が求
められる。被覆対象物の凹凸が大きいと、被覆性が悪くなることは明らかである。よって
、デバイスの凹凸を小さく出来る実施の形態３の有機ＥＬデバイスでは、封止層の被覆性
がより向上する。このため、発光特性の劣化がより少ない有機ＥＬデバイスを提供するこ
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とが可能となる。
【００８２】
　（実施の形態４）
　図４（Ａ）は、本発明の実施の形態４の有機ＥＬデバイス５０の平面図である。図４（
Ｂ）は、図４（Ａ）中の有機ＥＬデバイスのＤＤ’断面図である。実施の形態４ではバン
クは形成していない。スピンコート法やスリットコート法で、画素電極６００を有する基
板５００の表面の全域に拡がる白色有機発光層７５０を形成する。白色有機発光層７５０
を介して画素電極６００の縁を覆うように、白色有機発光層７５０上に絶縁層８００を井
桁状に形成する。白色有機発光層７５０及び絶縁層８００を覆うように透明陰極９００を
形成する。以上により、白色の有機ＥＬデバイスが形成される。
【００８３】
　以上のような構成により、画素電極の縁で有機発光層の膜厚が薄くなることによる画素
電極と対向電極との間の短絡を抑制することが可能となる。よって、発光特性に優れた有
機ＥＬデバイスを提供することができる。
【実施例】
【００８４】
　実施例では、有機発光層を塗布する面に反射電極のみ配置されている場合と、反射電極
と絶縁層が配置されている場合とで有機発光層の膜形状が異なることに関して、実験デー
タを用いて説明する。
【００８５】
　（実施例）
　旭硝子株式会社製ガラス基板ＡＮ１００（３７０ｍｍ×４７０ｍｍ×０．７ｍｍ）上に
画素電極として銀－パラジウム－銅（ＡＰＣ）膜を１５０ｎｍの厚さでスパッタリング法
により形成した。
【００８６】
　ＡＰＣ膜を形成したガラス基板上に、ラインバンクをフォトリソグラフィ法により形成
した。ラインバンクの材料は旭硝子製のアクリル樹脂材料を用いた。スピンコート法によ
りアクリル樹脂材料の塗膜を形成し、温度１００℃、２分間でプリベークを行なった。次
に、フォトマスクを介して紫外光を照射した。今回用いたバンク材料はネガ型材料であり
、露光された部分が架橋反応し硬化する。紫外光の波長は３６５ｎｍをメインピークとす
るブロードである。露光照度は２０ｍＷ／ｃｍ２で、露光時間は１０秒間である。次に０
．２％のＴＭＡＨ水溶液（東京応化製ＮＭＤ－３）を用いて現像した。純水にて現像液の
洗浄を行なった後、ポストベークをクリーンオーブンにて温度２２０℃、６０分間行なっ
た。
【００８７】
　次に有機発光層材料を含む有機発光層インクを、インクジェット法により、ラインバン
クによって規定された領域内に印刷した。有機発光層インクの溶媒にはシクロヘキシルベ
ンゼンを用いた。印刷したインクを減圧乾燥により乾燥させた。減圧乾燥は、基板を真空
チャンバに収容し、真空ポンプでチャンバ内を排気することで行なった。排気速度は、大
気圧から１０Ｐａまで３０秒間でチャンバ内を排気する速度である。乾燥温度は２５℃で
ある。その後、ホットプレートにて１３０℃１０分間のベークを行なった。
【００８８】
　以上の方法で作製した有機発光層の膜形状を、原子間力顕微鏡（タカノ株式会社製　Ａ
Ｓ－７Ｂ）にて測定した。画素電極の短手方向（図１（Ａ）のＢＢ’線に沿う方向）にお
ける膜のプロファイルと膜厚均一性を図６（Ａ）に示した。測定領域は並列する二つのラ
インバンクの間とした（図６（Ｂ））。また、画素電極の長手方向（図１（Ａ）のＡＡ’
線に沿う方向）における膜のプロファイルを図７（Ａ）に示した。測定領域は、並列する
二つの絶縁層の間とした（図７（Ｂ））。
【００８９】
　（比較例）
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　旭硝子株式会社製ガラス基板ＡＮ１００（３７０ｍｍ×４７０ｍｍ×０．７ｍｍ）上に
画素電極として銀－パラジウム－銅（ＡＰＣ）膜を１５０ｎｍの厚さでスパッタリング法
により形成した。
【００９０】
　形成したＡＰＣ膜の縁を覆うように絶縁層を形成した。絶縁層は、スパッタリング法に
より形成した厚さ１００ｎｍのシリコン酸化（ＳｉＯ２）膜である。その上に、ラインバ
ンクをフォトリソグラフィ法により形成した。ラインバンクの形成条件は実施例と同様で
ある。
【００９１】
　次に、ラインバンクで規定された領域に有機発光層を形成して、膜形状を評価した。有
機発光層の形成条件及び評価方法は実施例と同様である。
【００９２】
　（実施例および比較例の評価）
　図６には実施例および比較例での有機発光層の膜プロファイルと、膜形状の指標である
膜厚均一性を示している。膜厚均一性は（式１）で表わされる値である。
 （式１）
　膜厚均一性（％）＝｛（膜厚最大値－膜厚最小値）／（２×平均膜厚）｝×１００
【００９３】
　膜のプロファイルは、実施例より比較例の方がいびつな形状になっていることがわかる
。画素電極の短手方向における膜厚均一性は、実施例では１４．８％であり、比較例では
３３．４％であった。有機発光層を印刷する下地が、実施例ではガラスとＡＰＣ膜である
が、比較例ではガラスとＡＰＣ膜とＳｉＯ２膜である。このように、下地の表面に部分的
に分布する材料の種類が、比較例の方が実施例より種類が多くなっている。材料ごとに濡
れ性が異なるため、下地の前記材料の種類が多いほど塗布ムラが発生しやすくなる。
【００９４】
　以上より、有機発光層を印刷する下地の前記材料の種類はより少ない方が、より均一な
膜厚の有機発光層を形成できることがわかる。有機ＥＬディスプレイパネルにおいては、
有機発光層の膜厚が不均一だと輝度ムラや発光色ムラが発生し、表示品質が低下してしま
う。よって、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、有機発光層の膜厚が均一になり、
表示品質に優れる。
【００９５】
　本出願は、２０１１年４月２２日出願の特願２０１１－０９５７４８に基づく優先権を
主張する。当該出願明細書に記載された内容は、すべて本願明細書に援用される。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、ラインバンクで形成された領域に有機発光層
を塗布により形成する場合であっても、画素電極の縁での画素電極と対向電極との短絡を
防止でき、かつ均一に発光することが可能となる、よって、表示品質が良好な有機ＥＬデ
ィスプレイパネルを低コストで提供することができる。これは、例えば有機ＥＬテレビへ
の利用に止まらず、ワープロ、パソコン等の携帯型情報処理装置、腕時計型電子機器など
、各種の電子機器における表示部に好適である。
【符号の説明】
【００９７】
　１０、２０、３０、４０、５０　有機ＥＬデバイス
　１００、５００　基板
　２１０、６００　画素電極
　２２０、８００　絶縁層
　２３０、４００　ラインバンク
　２４０　第２バンク
　３００　画素領域
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　６１０　正孔注入層
　７００　有機発光層
　７１０　赤色有機発光層
　７２０　緑色有機発光層
　７３０　青色有機発光層
　７５０　白色有機発光層
　９００　透明陰極
【要約】
　本発明は、ラインバンクに発光層を形成する場合でも、有機発光層の塗布ムラによる、
輝度ムラや発光色ムラの発生を抑制し、表示品質が良好な有機ＥＬディスプレイパネル及
びその製造方法を提供する。本発明は、有機発光層の塗布ムラの原因となる絶縁層を有機
発光層上に、かつ画素電極の縁を覆うように形成する。有機発光層の膜形状ムラを抑制す
ることができ、輝度ムラや発光色ムラが少ない表示品質に優れた有機ＥＬディスプレイパ
ネルの提供及びその製造が可能となる。また、画素電極と対向電極との間の短絡が防止さ
れる有機ＥＬディルプレイパネルの提供及び製造が可能となる。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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